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Halbleiter-Bauelemente

SILIZIUM-PLANAR-
MEHRFACH-
DIODEN

SAM 42...45
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Silizium-Planar-Mehrfachdioden mit gemeinsamer Katode im Plast-
gehduse fiir die Verwendung in der Digital-, NF- und HF-Technik,
vorzugsweise als schneller Schaolter in Logikschaltungen,

Vorldufige technische Daten

STATISCHE KENNDATEN JE DIODE

DurchlaBspannung Ug = 0,84 W
f,= 25 °C

DurchlaBspannung Ue = 0,50 Y
tr = 01 mA

#,= 25 °C

Speatrstrom Ir = 60 nA
Up= 153V

Bo= 25 °C

Sperrstrom Ig = 300 nA
Upg= 15V

#q= 45 °C

Wiarmewiderstand Rin = 0,5 grd ‘mw

DYNAMISCHE KENNDATEN JE DIODE hai #,=25°C

Kapazitit Ca 5 (== 8) pF
Up= G ¥

f =05 MHz

Sperrverzdgerungszeit ty =10 ns

beim Schalten von
le=10 mA auf Up =46V
gemessen bei

iR=1mA ; Rg=250 2

. . R ABSOLUTE GRENZDATEN JE DIODE {glitig bis # mox)
Sperrgleichsparnung Ug mex, 15 Y
- Scheltelsparrspannung Urm max. 20 v
I DurchlaBgleichstrom Ip max. 20 mA,
ScheiteldurchloBstrom IEM max. 40 mA
) @ @ @ @ @ Sperrschichttemperatur ?, max. + 125 C
Lagerungstemperaturbereich (i ~—~3535...+125 °C
Schaltung
Yerlustleistung
o= 25 °C Piot max. 150 mw
SAM SAM SAM SAM
42 43 44 45
Lénge L ¢ 11,5 14 16,5 mm
Gesamtverlustieistung Py, bei gleichzeitigem
Betrieb der Dioden; #,=25°C max. 150 max. 200 max. 250 max. 300 mw

Masse
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DurchlaBkennlinie Ig = f (Ug); #, = 25 °C Sperrkennlinie Ig = f (Ug); #, = 25°C
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Sperrschichtkapazitat C=f (Ug) f==500 kHz; Zuldssige Verlustleistung der Einzeldiode
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g

— — —

- A —— T T

| | |

! | k] H

| T
PESTY N O S T N S S S I S Y A
= 40 2 an [ w20 Rl ool

e

Temperaturabhdngigkeit des Sperrstromes
lR="F (#g); Ur=15V
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VEB FUNKWERK ERFURT
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